Verwendung: Germanium-pnp-Hochfre-
quenztransistor filir Verstlirkerstufen bei GF 128
37 MHz bei Umgebungstemperaturen

bis +65°C

Abmessungen: Bauform A 4/15 - 4 b,
TGL 11 817

Masse = 0,6 g

& Ay
Zuldssige Hochstwerte
fir da = 45°C
-Uceo = 25V
-Ueso = 0,5V Re A
-Ucer = 20V
bei 2" = = 100

E

Ri - Re
mitRe R1 + Rz
-lc = 10 mA
3 = 11 mA
-lB = 1mA
Pt = 50mW
vj = 75°C
Va = 65°C
Kennwerte fiir #a = 25°C -5 grd Wérmewiderstand Rin = 0,6 ;r:,

Min Typ Max MeBbedingungen

Reststrome
-lcBo 75 uA Uce = 6V
-lceo 100 A -Uce = 25 V
-leBo | 100 A -Ues =05V
Ubergangsfrequenz

fr | 100 MHz | -Uce = 10V, -lc = 3mA, f = 100 MHz




Min | Typ I Maox ‘ MeBbedingungen

Vierpolparameter
gite | 5 mS M1TmS 25mS
Clte | 12 pF 30 pF 80 pF
| ¥21e | 40 mS | 60 mS -Uce =10V, -lc=3mA, f= 37 MHz
ge2e 33 pS | 160 pS | 360 pS
c22e | 5 F 2,5 pF 45 pF
|

Kollektor-Riickwirkungszeitkonstante
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24 ps -Uce = 10 V, -lc =3 mA, f= 30 MHz

Gleichstromverstdrkung

B | o |

-Uce

6V, -lc =1mA

Bestellbeispiel fiir einen Transistor

Transistor GF 128

Mittlere Kennlinien flir #a = 25°C
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5000
Kollektor-Reststrom als Funktion der Sperr-
schichttemperatur

-——— Grenzwert t 1000
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